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	Таблица

	Eg, эВ
	Метод определения Eg
	Ссылки

	0,8
	По КПД преобразователя
	[5]

	1,02
	Фотолюминесценция
	[6]

	1,0
	Расчет из первых принципов
	[4,7]

	0,94
	По КПД преобразователя
	[8]

	1,44
	Оптическая спектроскопия
	[9]

	1,56
	Оптическая спектроскопия
	[10]

	1,51
	Оптическая спектроскопия
	[11]


Соединения Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) и Cu2ZnSnS4 (CZTS) со структурой кестерита признаны перспективными в качестве поглощающих слоев в тонкопленочных преобразователях солнечной энергии [1]. Теоретическое значение коэффициента преобразования в солнечных батареях на их основе ожидается > 30%. Кроме того, элементы, входящие в состав данных соединений, широко распространены в природе, они малотоксичные и экологически безопасны. [2, 3] Однако на данный момент существует множество противоречий в литературных данных по электрофизическим и оптическим свойствам этих соединений. Ниже для примера в таблице приведены значения ширины запрещенной зоны (Eg) для CZTSe [4], полученные разными авторами. Можно видеть, что значения Eg группируются около двух величин: 1 эВ и 1.5 эВ. Аналогичная ситуация наблюдается и для CZTS.
В сообщении обсуждаются причины противоречий в литературных данных. Среди причин – потери Sn при синтезе, формирование вторичных фаз, в т.ч. ZnSe и Cu2SnSe3, формирование станнитных структур наряду с кестеритными, вклад в оптическое поглощение непрямых разрешенных переходов и др. Анализ данных показал, что наиболее обоснованные значения Eg(CZTSe) ( 1 эВ, Eg(CZTS) ( 1.5 эВ.
Литература
1. Schorr S. // Solar Energy Materials & Solar Cells. 2011. V. 95. p. 1482 – 1488.
2. J. Li, T. Ma, W. Liu, G. Jiang, C. Zhu. // Applied Surface Science. 2010. V.258, Iss.17. p. 6261 – 6265.

3. Mitzin D.B., Gunawan O., Todorov T.K., Wang K., Guha S. // Solar Energy Materials & Solar Cells. 2011, V. 95. p. 1421 – 1436.
4. SeJin Ahn et al. // Applied Physics Letters. 2010. V.97, Iss.2. p. 021905-1 – 021905-3.
5. Friedlmeier T.M., Wieser N., Walter T., Dittrich H. and Schock H.W. // Proceedings of the 14th European Photovoltaic Specialists Conference, Barcelona, 30 June–4 July. 1997. p. 1242.
6. Grossberg M., Krustok J., Timmo K. and Altosaar M. // Thin Solid Films. 2009. V. 517. P. 2489.

7. Chen S., Gong X.G., Walsh A. and Wei S.H.//  Appl. Phys. Lett. 2009. V.94. P.041903.
8. Zoppi G., Forbes I., Miles R.W., Dale P.J., Scragg J.J. and Peter L.M. // Prog. Photovoltaics. 2009. V.17 P.315.
9. Matsushita H., Maeda T., Katsui A. and Takizawa T. // J. Cryst. Growth. 2000. V.208. P. 416.
10. Wibowo R.A., Kim W.S, Lee E.S., Munir B. and Kim K.H. // J. Phys. Chem. Solids. 2007. V.68. P. 1908.
11. Babu G.S., Kumar Y.B.K., Bhaskar P.U. and Raja V.S. // J. Phys. D: Appl. Phys.2008. V.41. P. 205305.
